[A] THVISTELMA - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansékan 20002323

(51) Kv.Ik.7-Intkl.7
C23C 16/20

SUOMI - FINLAND (22) Hakemispdiva - Ansdkningsdag 23.10.2000

( F I ) (24) Alkupdiva - Lopdag 23.10.2000

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 24.04.2002

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

7

(72)

(74)

(64

(57

Hakija - S6kande
1 *ASM Microchemistry Oy, PL 132, 02631 Espoo, SUOMI - FINLAND, (F1)
Keksija - Uppfinnare

1 «Skarp,Jarmo, Kuurinniityntie 39, 02750 Espoo, SUOMI - FINLAND, (Fl)
2 «Linnermo,Mervi, Putouskuja 2 E 90, 01600 Vantaa, SUOM! - FINLAND, (Ft)
3 *Asikainen,Timo, Rautkalliontie 1 C 21, 01360 Vantaa, SUOMI - FINLAND, (Fi)

Asiamies - Ombud: Seppo Laine Oy
itamerenkatu 3 B, 00180 Helsinki

Keksinnén nimitys - Uppfinningens bendmning

Prosessi alumiinioksidiohutkalvojen valmistamiseksi matalassa {ampétilassa
Process for framstillining av aluminiumoxidtunnfilmer vid lag temperatur

Tiivistelmé - Sammandrag

Menetelma alumiinioksidiohutkalvojen valmistamiseksi substraatille ALD -menetelmaillg, jossa menetelméssa on vaiheet joissa sidotaan
héyrystettdvissé oleva organoalumiiniyhdiste kasvatussubstraatille ja muutetaan sidottu organoalumiiniyhdiste alumiinioksidiksi.
Keksinnén mukaan sidottu organoalumiiniyhdiste muutetaan alumiinioksidiksi saattamalla sidottu yhdiste kosketuksiin reaktiivisen kaa-
sumaisen hapen ldhteen kanssa, joka on muuta kuin vetts ja substraatti pidetédn kasvatusprosessin aikana ldmpéttilassa, joka on al-
haisempi kuin 190 °C. Keksinndn avuila on mahdoliista valmistaa hyvéiaatuisia kalvoja matalissa [dmpétiloissa. Dielektrisig ohutkalvoja,
joilla on tiheé rakenne, voidaan kaytt4& sellaisten pintojen passivoimiseen, jotka eivat kesta korkeita lampétiloja. Sellaisia pintoja ovat
esimerkiksi polymeerikalvot. Edelleen, kun vedettntd hapen ldhdettd kdytetadn, myds pinnat jotka ovat herkkia vedelle, voidaan pas-
sivoida.

Forfarande for framstalining av aluminiumoxidtunnfilmer pa ett substrat medelst ALD-metoden, omfattande steg, i vilka en férangnings-
bar organoaluminiumférening bindes pa ett odlingssubstrat och den bundna organoaluminiumféreningen omvandias till aluminiumoxid.
Enligt uppfinningen omvandlas den bundna organoaluminiumfdreningen till aluminiumoxid genom att den bundna féreningen bringas i
kontakt med en sadan kalla for reaktivt syre i gasform som inte utgérs av vatten, och substratet halls under odlingsprocessen vid en
temperatur, som &r lagre &n 190 °C. Enligt uppfinningen 4r det mojligt att framstélia filmer av god kvalitet vid laga temperaturer.
Dielektriska tunnfilmer med en tat struktur kan anvandas for att passivera ytor, som inte tal hoga temperaturer. Dylika ytor &r t.ex.
polymeirfilmer. Dessutom kan dven ytor, som &r kansliga fér vatten, passiveras da en vattenfri syrekélla anvénds.
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